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 1!,鈴/123はAuger過程がないと仮定した場合にはAI16%～Na28%であるが,Auger過程
 の為に,大きく減少している。実験結果とはfact・r4程度で一致する(Fomichevの実験では
 AIO.5%〕o
 l」1帯スペクトルが、実験的には測定にかからぬ事実が1]/123の値から良く、説明される。
 これはし1準位がAuger過程による大きな準位幅を持つことと,L1→L23X線放出遷移が存在
 する事の結果であるo
 I3/12は,L2→1、3Auger過程により,1、3,L2準位内の単純なIE孔統計比から期待される
 値2からずれている。L2→L3Auger過程の1,2準位幅への寄与が小さい事からこのずれは小さ
 いoI3/1・の実験値は・例えばA1では約6であり・2からのずれが大きいoI・/12を大きくす
 る効果にはL2→L3Auger過程の存在の他に,L2帯スペクトルに対する自己吸収の効果があり,
 この問題があわせて論じられる。
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 論文審査結果の要旨
 本論文の内容は2部よりなる。
 第1部銅の等色X線構造の理論的研究
 等色X線構造についてはαlhnによる発見いらい多くの人達によってその定性的説明か与えられて
 きだ。しかし定量的説明についてはほとんどなされていない。そこで著者は銅の等色X線構造の定量
 的説明を行った。著者はまず高エネ.ルギー入射電子の制動輻射による遷移行列要素に原子間の相関が
 効かないことを確め,さらにこの行列要素の電子の終状態の波数に対する依存性を、調べ,これが波数
 にほとんど依存しないことを示した。このことは制動幅射強度の構造が電子の終状態の状態密度によ
 って定まることを意味する。次に空格子模型(㎝ptylettlcetest)の結果に恥rdickのバンド計
 算σ)結果を加味することによってフェルミ準位の上約30eVぐらいまでの銅の状態密度を求め,等色
 線構造と比較を行った。その結果threshuldから30eV程度までの銅の等色線構造は固体内の電子帯の
 状態密度によってほぼ説明されろことが朋らかにされた。
 第2部軽金属のX線準位巾の理論的研究
 Na,Mg,Alとうの軽金属のL準位については,実験的にL2,昌準位の巾が～0、aleVの程度,Lエ
 準位の巾が～1eVの程度であることが知られている。またしI→L2,3が許容遷移であろのにその強度
 が非常に弱いこと,L1発輝帯が観測されないくらい弱いこと,L、発輝帯とL2発輝帯の強度比が2
 よりもかなり大きいことが実験的に知られている。これらの事実は適当な非輻射型のAnger過程を考
 えることによって説明き坦.るものと考えられていたが,定量的な計算はこれまでなきれていなかった。
 轡ζはグリーン関徹法でこれらのX線準位の正孔の自己エネルギーを計算し、その複素部分からこれ
 らのL準位の巾と発揮スペクトルの相対強度を求めた。その結果,L3発輝帯とL2発輝帯の強度比の
 問題以外は定量的に説明することができた。L3発輝帯とL,発揮帯の強度比実測値は2よりもかなり
 ノくきし、カ{言圭算1値'ま25こ近し・結果を与える。
 この点については著者はL、発揮帯に自己吸収の可能性があり実験値に問題があることを指摘してい
 る。
 以上の研究結果は金属のX線分光の分野に重要な貢献をしたものである。よって小林梯二提出の論
 文は理学博士の学位論文として合格と認めた。
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